Laboratorium Elementow Elektronicznych

Sprawozdanie nr 4

Tematy 7. Parametry matosygnatowe tranzystorow bipolarnych
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Tabela 1. Pomiar zataosci parametrowh] od wartdci pradul ¢,
przy UCE = i

lc [MmA]

h110[€]

hi2e [VIV]

h21e [A/A]

N2z [S]

Tabela 2. Pomiar zataosci parametrowh] od wartdci napicia Ucg,
PIrzylc = oo

Uce [V]

h110[€Q]

h12e [VIV]

h21e [A/A]

h22¢ [S]




Tabela 3. Pomiar wptywu rezystanBjg na czasy prze€zania tranzystora,

Re [kQ]

ta[ns]

tr[ns]

tON[ns]

tyns]

ti[ns]

torr[NS]

Tabela 4. Pomiar wptywu rezystanBji na czasy prze€zania tranzystora,

Re [kQ]

ta[ns]

tr[ns]

ton[Nns]

tdns]

ti[ns]

tore[NS]

Tabela 5. Pomiar wplywu nagia Ucg na czasy przeézania tranzystora.

Uce [V]

ta[ns]

ti[ns]

tON[ns]

tdns]

ti[ns]

tore[NS]




Opracowanie wynikow.

1. Wykresli¢ przebiegi parametrow macieray] [w funkcji pradu l ¢ (oraz napicia Ucg).

2. Porowna otrzymane wykresy z przebiegami teoretycznymi.

3. Wyjasni¢, dlaczego wyspuje zalenos¢ poszczegolnych parametréw macierky pd prdu
kolektoral c oraz napjcia Ucg.

Wykresli¢ zaleznosci ton 1 torr W funkcji rezystancjRg w obwodzie bazy.

Wykresli¢ zaleznosci ton | tope W funkcji obciazeniaR, .

Wykresli¢ zaleznosci ton 1 tope W funkcji napecia Uce.
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Wyjasni¢ wptyw elementowRg, R, Ucg, C, D na czasy przetzania tranzystora.

Do sprawozdania natg dolaczy¢ sporadzone wykresy, przyktadowe obliczenia

oraz wnioski.



